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Исследовался  пробой  в  искровом  разряде на  установке “ИР-25” [1]. Регистрирова-лись:  ток,  напряжение,  рентгеновское  и  сверхвысокочастотное  излучение,  а  также  свечение плазмы  с  временным  и  пространственным  разрешением с помощью  элект-ронно-оптических  камер  и преобразователей.  Эксперименты  проводились  в геометрии “острие (или  цилиндр  малого диаметра ) - плоскость” при  положительной  или  отрицательной  полярности  на  активном  электроде.  Исследовался  как  статический  пробой, так  и пробой  с  перенапряжением.  В  экспериментах  по  статическому  про-бою  обнаружен  режим  сильного  коронирования  в котором  cвечение  полностью  за-полняет  межэлектродное  пространство .  Регистрируемые  импульсы  Тричеля  обусло-влены  прохождением   не  значительной  группы  убегающих  электронов.  Развитие  пробоя  всегда  начиналось  в приэлектродной  плазме  короны.  [2].  Пробою  предшест-вует  прохождение  группы  убегающих  от  столкновений  электронов. Обнаружено  также,  что  пробой  происходит  в  результате  последовательного  появления  областей  пространственного  заряда,  создающих  потоки  быстрых  частиц,  способствующих  внедрению  заряда  в  канал лидера  и  его прохождение  в  зазоре.  Аналогичные  развертки  свечения  и  осциллограммы получены  и  при  исследовании  пробоя  с  импуль-сным  перенапряжением.  Имеется  отличие  от теоретической  модели [2]. Полученные  экспериментальные  данные  позволяют  обосновать  доменный  механизм  инициирования  пробоя,  который   основан  на  убегающих  электронах.  Влияние  убегающих  электронов  на пробой  рассмотрено  в [3]. Сущность  доменного механизма  инициирования  пробоя  заключается в том, что  появляющиеся  из-за  флуктуаций  космического  излучения  в  области  двойного  слоя  при  статическом  пробое  или  из-за  создаваемого  перенапряжения  при   управляемом  пробое  убегающие  электроны  приводят  к  экспоненциальному  нарастанию  зарядов  и  трансформации  существующего  в  плазме  двойного  слоя  в  электрический  домен с  сильным  электрическим  полем.  Последний  создает потоки  частиц,  способствующие  прохождению  лидера  в  межэлектродном  зазоре.
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